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В последнее время значительное внимание уделяется созданию и исследованиям свойств магнитных полупроводниковых систем на основе Si, поскольку такие материалы привлекательны для создания элементов спинтроники, легко интегрируемых в существующую микроэлектронную технологию. 

Цель настоящей работы заключалась в получении и исследовании магнитных и транспортных свойств пленок Si1-xMnx с x ≈ 0.5, т.е. близким к моносилициду марганца SiMn. Пленки SiMn  были получены методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО) с использованием сепарации осаждаемых частиц по скорости [1] на подложки Al2O3 (0001) при температуре 340oС. Метод позволяет полностью избежать попадания капель на растущую пленку, наличие которых является главным фактором снижения их качества при использовании ИЛО. Шероховатость поверхности пленок Si, полученных подобным образом, не превышала 1 нм. Состав образцов исследовался методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). При расчете соотношения компонент в пленках SiMn, использовались данные РФЭС для монокристалла SiMn, чистая поверхность которого была получена путем его излома непосредственно в вакуумной камере спектрометра. Структурные особенности пленок были изучены методом рентгеновской дифрактометрии, что позволило выявить наличие в них поликристаллической фазы SiMn.
Транспортные и магнитные свойства Si1-хMnх слоев исследовались в диапазоне температур 5-400К в полях до 2 Тл. Было установлено, что дефекты с локальными магнитными моментами (ЛММ) образуются в SiMn при незначительном избыточном содержании Mn (x ≤ 0.55). Причем обеднение пленок Mn на величину (x ( -0.05 приводит к практически полному подавлению ФМ порядка. В образце с небольшим избытком Mn (x ≈ 0.52) концентрация носителей заряда (дырок) в пленках падает более чем на порядок,т в сравнении с монокристаллическим SiMn, а температура Кюри начинает превышать 300К.  
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